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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件 ，包括：
一半導體結構，包括：

一第一半導體層，具有一表面，該表面包括一第一部分及一第二部分；以及

一活性區，位於該第一部分上；

一接觸層，位於該第二部分上，該接觸層之導電型態為 p型或 n型且包括氧(O)元素以及
金屬元素；以及

一含有第一金屬元素之結構，位於該接觸層上；

其中，該接觸層直接接觸該含有第一金屬元素之結構以及該第一半導體層，且該接觸層

的能隙大於該第一半導體層的能隙。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該接觸層之導電型態與該第一半導體層
之導電型態不同。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該半導體結構還包括一第二半導體層以
及一第三半導體層，其中該活性區位於該第一半導體層與該第二半導體層之間，且該第

三半導體層位於該活性區與該第一半導體層之間。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之半導體元件，其中該第二半導體層、該活性區以及該第三
半導體層形成一第一平台結構，該第一半導體層形成一第二平台結構，該第一平台結構

具有第一寬度W1且該第二平台結構具有大於該第一寬度W1的一第二寬度W2。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該半導體結構具有一總厚度，該總厚度
與該半導體元件的一長度或一寬度的比例小於等於 0.5。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，還包括基底以及接合結構，其中該接合結構
位於該第一半導體層與該基底之間且包括熱固性聚合物。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該含有第一金屬元素之結構不含鈹。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該活性區包括 AlGaInAs、InGaAsP、

AlGaAsP或 AlGaInP。
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9.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該接觸層與該活性區在垂直方向上沒有
重疊。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之半導體元件，其中該接觸層具有大於 0 nm且小於等於 20
nm的厚度。

圖式簡單說明

第 1圖為本揭露內容一實施例之半導體元件的剖面結構示意圖。
第 2A圖為本揭露內容一實施例之半導體元件的上視示意圖。第 2B圖為第 2A圖之半導

體元件沿 X-X’線之剖面結構示意圖。
第 3A圖至第 3J圖為本揭露內容一實施例之半導體元件之製造方法示意圖。
第 3K圖為本揭露內容一實施例之半導體元件的剖面結構示意圖。
第 3L圖為本揭露內容一實施例之半導體元件的剖面結構示意圖。
第 3M圖為本揭露內容一實施例之半導體元件的剖面結構示意圖。
第 4A圖為本揭露內容一實施例之半導體裝置的剖面結構示意圖。
第 4B圖為本揭露內容一實施例之半導體裝置的剖面結構示意圖。
第 5A圖為本揭露內容一實施例之顯示面板的上視示意圖。
第 5B圖及第 5C圖為本揭露內容一實施例之顯示面板的部分剖面結構示意圖。
第 5D圖及第 5E圖為本揭露內容一實施例之顯示面板的部分剖面結構示意圖。
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